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(54) Title: LASER DEVICE 

(54) Bezeichnung: LASER VORRICHTUNG 




(57) Abstract 

The invention relates to a laser device in which an element emitting a laser beam and at least one element for focusing or projecting 
the laser beam are arranged in a shared housing, and said element for focusing or projecting the laser beam is fixed in the housing by means 
of silicon. 

(57) Zusammenfassung 

Laservorrichtung, bei der ein eine Laserstrahlung aussendender Korper und mindestens ein Element zur Strahlfiihning oder 
Strahlabbildung in einem gemeinsamen Gehause angeordnet sind.. Das Element zur Strahlfxihrung oder Strahiabbildung ist mittels Silikon 
in dem Gehause befestigt. 
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Beschreibung 
Las ervorr i chtung 

5 Die Erfindung bezieht sich auf eine Laservorrichtung, bei der 
ein eine Laserstrahlung aussendender Korper und mindestens 
ein Element zur Strahlf uhrung oder Strahlabbildung der Laser- 
strahlung in einem gemeinsamen Gehause angeordnet sind. Es 
bezieht sind insbesondere auf eine Laservorrichtung mit einem 

10 Halbleiterlaserchip, insbesondere einem Leistungs- 

Halbleiterlaser-Barren, und einer Zylinderlinse zur Fokussie^ 
rung der von dem Halbleiterlaserchip ausgesandten Laserstrah- 
lung, bei der der Halbleiterlaserchip auf einem Grundtrager- 
teil befestigt und die Zylinderlinse vor einer Strahlaus- 

15 trittsflache des Halbleiterlaserchips angeordnet ist. 

Bislang wird bei derartigen Vorrichtungen das Element zur 
Strahlfuhrung (z. B. ein Lichtwellenleiter) oder Strahlabbil- 
dung <z. B. eine Linse und/oder ein Spiegel) meist sehr auf- 
20 wendig mittels eines Glaslotes oder eines metallischen Lotes 
im Gehause befestigt. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine 
Laservorrichtung der eingangs genannten Art zu entwickeln, 
25 die eine einfachere Montage des Elements zur Strahlfuhrung 

Oder Strahlabbildung ermoglicht und bei der ein Verbindungs- 
mittel zwischen dem Element und dessen Montagef lache vorgese- 
hen ist, das hohe Dehnungen ohne plastisches Ermuden uber- 
steht und Laserbestrahlung sehr gut standhalt. 

30 

Diese Aufgabe wird durch eine Laservorrichtung mit den Merk- 
malen des Anspruches 1 gelost. 

Erf indungsgemaS ist das Element zur. Strahlfuhrung oder 
35 Strahlabbildung mittels Silikon in dem Gehause befestigt ist. 
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Vorteilhafte Weiterbildungen der erf indungsgemaSen Laservor- 
richtung sind Gegenstand der Unteranspruche 2 bis 11. 

5 Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsf orm deir Laservor- 
richtung, bei dem der eine Lasers trahlung aussendende Korper 
ein Halbleiterlaserchip ist, ist das Zwischentragerteil ein 
Molybdan-Anschlussrahmen, der mittels phototechnischem Struk- 
turieren einer auf dem Grundtragerteil auf gebrachten Mo- 

10 lybdanschicht (z. B. Sputter-, Aufdampf- oder Galvanik- 

schicht) hergestellt ist oder als vorgef ertigtes Teil (als 
Leadframe) auf dem Grundtragerteil beispielsweise mittels ei- 
ner Hartlotschicht befestigt ist. Dies hat den besonderen 
Vorteil, dass mechanische Spannungen auf Grund von unter- 

15 schiedlichen thermischen Ausdehnungen des Halbleiterlaser- 

chips und des Grundtragerteil s , das beispielsweise als Warme- 
senke dient und z. B. aus Kupfer besteht/ groStenteils von 
dem Zwischentragerteil koir5)ensiert werden, da Molybdan auf- 
grund seines hohen Elastizitatsmoduls die mechanischen Span- 

20 nungen im elastischen Dehnungsbereich auf nimmt . An Stelle von 
Molybdan kann selbstverstandlicherweise auch ein anderer 
elektrisch leitender Werkstoff mit einem hohen Elastizitats- 
modul, hoher Fliefispannung und hoher Temperaturbestandigkeit 
verwendet sein. Als Beispiele waren hier W, CuW- und CuMo- 

25 Legierungen (Cu-Anteil jeweils zwischen 10 und 20%) zu nen- 
nen. Alle oben genannten Materialen lassen sich sowohl als 
Folie als auch als Sputter-, Aufdampf- oder Galvanikschicht 
herstellen und weisen eine gute Warmeleitf ahigkeit auf. 

30 Die erf indungsgemafie Laservorrichtung wird im folgenden an- 
hand eines Ausfuhrungsbeispieles in Verbindung mit der Figur 
naher erlautert. Die Figur zeigt eine schematische Darstel- 
. lung eines senkrechten Schnittes durch das Ausf uhrungsbei- 
spiel . 

35 
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Bei dem Ausf uhrungsbeispiel ist auf einem Grundtragerteil 5 
eines Gehauses 19 ein Zwischentragerteil 8 befestigt, auf dem 
sich ein Halbleiterlaserchip 2 befindet. Das Grundtragerteil 
5 besteht beispielsweise aus Kupfer und das Zwischentrager- 
5 teil 8 aus Molybdan. Der Halbleiterlaserchip 2 ist beispiels- 
weise ein Leistungs-Halbleiterlaser-Barren, der im Betrieb 
eine Mehrzahl von im Querschnitt streif enf ormigen, auf einer 
Geraden nebeneinander angeordneten Einzellaserstrahlen 4 aus- 
sendet und aus Al^Ga^.^s (0 < x < 1) besteht. Dieser Halblei- 
10 terlaserchip 2 ist beispielsweise mittels einer Hartlot- 

schicht 12 (z. B. bestehend aus Au-Sn-Lot) mit dem Zwischen- 
tragerteil 8 verbunden. 

Auf der Oberseite des Halbleiterlaserchips 2 ist eine An- 
15 schlussplatte 11 befestigt, die als zweiter elektrischer An- 
schluss fur den Halbleiterlaserchip 2 vorgesehen ist. Die An- 
schlussplatte 11 besteht bevorzugt aus demselben Material wie 
das Zwischentragerteil 8 und ist z. B. ebenfalls mittels ei- 
ner Hartlotschicht 13 (z. B. bestehend aus Au-Sn-Lot) auf dem 
20 Halbleiterlaserchip 2 befestigt. 

Im Falle eines getrennt vom Grundtragerteil 5 hergestellten 
Zwischentragerteiles 8 ist dieses ebenfalls bevorzugt mittels 
einer Hartlotschicht 14 auf dem Grundtragerteil 5 befestigt. 

25 

Am Zwischentragerteil 8 sind zwei Abstandhalterteile 9,10 
ausgebildet, die sich ausgehend von einer Strahlaustrittsf la- 
che 6 des Halbleiterchips 2 in Richtung Strahlausbreitungs- 
richtung 15 der Laserstrahlung 4 erstrecken und einen Abstand 
30 voneinander aufweisen, der groSer ist als die Breite der 

Strahlaustrittsf lache 6, so dass die Laserstrahlung 4 von den 
Abstandhalterteilen 9,10 nicht beeintrachtigt wird. 

Auf dem Grundtragerteil 5 ist weiterhin eine Zylinderlinse 3 
3 5 angeordnet, die auf gegenuberliegenden Seiten abgeflachte 
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Seitenf lachen 7,17 aufweist,. Die Zylinderlinse 3 liegt mit 
einer der abgeflachten Seitenf lachen 7 auf dem Grundtrager- 
teil 5 auf und mit einer der Strahlaustrittsf lache 6 des 
Halbleiterlaserchip 2 zugewandten gekrummten Seitenflache an 
5 den beiden Abstandhal terteilen 9,10 an und ist mittels einer 
Silikonschicht 18 auf dem Grundtragerteil 5 bef estigt . Sili- 
kon-Klebstof f e halten Laserbestrahlung sehr gut stand und 
uberstehen unbeschadet sehr hohe Dehnungen ohne plastisches 
Ermtiden . 

10 

Zur Herstellung der oben beschriebenen Zylinderlinsen 3 wer- 
den beispielsweise langere Glasf aserstucke von zwei gegen- 
uberliegenden Seiten her beispielsweise mittels Schleifen ab- 
geflacht und anschlieSend beispielsweise mittels Sagen zu 
15 einzelnen Zylinderlinsen zertrennt. 

Urn die Strahleiri- und Strahlauskoppelf lachen der Zylinderlin- 
sen 3 optisch zu verguten, konnen die Glasf aserstucke zum 
Beispiel in einer Horde ubereinandergestapelt und von beiden 
20 Seiten mit einer herkommlichen optischen Vergutungsschicht 

versehen werden. Durch die abgeflachten Seitenf lachen , ist si- 
chergestellt , dass die verguteten Flachen bei der weiteren 
Handhabung der Zylinderlinsen 3 nicht verdreht werden. 

25 Die Zylinderlinse 3 ist derart angeschlif f en, dass ihr Schei- 
tel genau auf der Hohe des strahlungsemittierenden Bereiches 
16 des auf dem Zwischentragerteil 8 befestigten Halbleiterla- 
serchips 2 liegt. Der Fokus zwischen dem Halbleiterlaserchip 
2 und der Zylinderlinse 3 ist durch die Abstandhalterteile 

30 9,10 des Zwischentragerteiles 8 fest vorgegeben. 

Ein besonderer Vorteil der erf indungsgemafien Laservorrichtung 
1 besteht darin, dass die Zylinderlinse 3 ohne den Halblei- 
terlaserchip 2 zu betreiben, gegenuber dem Halbleiterlaser- 
35 chip 2 jus tier t und anschliefiend auf das Grundtragerteil 5 
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montiert werden kann und nicht mehr in mehreren Freiheitsgra- 
den ausgerichtet werden muss . 

Die Erlauterung der erf indungsgemaSen Laservorrichtung anhand 
5 des obigen Ausf uhrungsbeispieles ist selbstverstandlicherwei- 
se nicht als Einschrankung der Erfindung auf diese spezielle 
Ausfuhrungsf orm zu verstehen. Vielmehr bezieht sich die Er- 
findung auf samtliche Laservorrichtungen der eingangs genann- 
ten Art, so zum Beispiel auch auf Festkorperlaser (wie bei- 
10 spielsweise Rubinlaser) , die zusanimen mit einem Element zur 
Strahlfuhrung und/oder Strahlabbildung in einem gemeinsamen 
Gehause angeordnet sind. 
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Patentanspruche 

1. Laservorrichtung (1), bei der ein eine Laserstrahlung (4) 
aussendender Korper (2) und mindestens ein Element (3) zur 

5 Strahlfuhrung und/ Oder Strahlabbildung in einem geme ins amen 
Gehause (18) angeordnet sind, 

dadurch gekennzeichnet, dass das Element (3) 
zur Strahlfuhrung oder Strahlabbildung mittels einer Silikon- 
schicht (18) in dem Gehause (19) befestigt ist. 

10 

2. Laservorrichtung (1) nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass der eine Laser- 
strahlung (4) aussendende Korper (2) und das Element (3) zur 
Strahlfuhrung oder Strahlabbildung auf einem gemeinsamen 
15 Grundtragerteil (5) befestigt sind, derart dass das Element 
. (3) vor der Strahlaustrittsf lache (6) des Korpers (2) ange- 
ordnet ist. 

3. Laservorrichtung (1) nach Anspruch 2, 

20 dadurch gekennzeichnet, dass der Korper (2) 

ein Halbleiterlaserchip und das Element (3) eine Zylinderlin- 
se zur Fokussierung der von dem Halbleiterlaserchip ausge- 
sandten Laserstrahlung (4) ist. 

25 4. Laservorrichtung (1) nach Anspruch 3, 

dadurch geke n n zeichnet, dass die Zylinderlin- 
se (3) eine abgeflachte Seitenf lache (7) aufweist, mit der 
sie auf dem Grundtragerteil (5) aufliegt. 

30 5. Laservorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Zylinderlinse (3) aus einer Glasfaser gefertigt ist. 

6 . Laservorrichtung nach einem der Anspruch 3 bis 5 , 
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dadurch gekennzeichnet, dass der Halbleiter- 
laserchip (2) ein Leistungs-Halbleiterlaser-Barren ist. 

7. Halbleiterlaser-Vorrichtung nach einem der Anspruche 3 bis 
5 6, 

dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem 
Halbleiterlaserchip (2) und dem Grundtragerteil (5) ein Zwi- 
schentragerteil (8) vorgeseheh ist, das mindestens zwei Ab- 
standhalterteile (9,10) aufweist, die als Justageanschlag fur 
10 die Zylinderlinse (3.) dienen. 

8. Halbleiterlaser-Vorrichtung nach einem der Anspruche 3 bis 

dadurch gekennzeichnet, dass die Zylinderlin- 
15 se (3) an zwei einander gegenuberliegenden Seiten abgeflacht 
ist . 

9. Halbleiterlaser-Vorrichtung nach einem der Anspruche 3 bis 
8, 

20 dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand zwi- 
schen den beiden Abstandhalterteilen (9,10) grower ist als 
die Breite der Strahlaustrittsf lache (6) des Halbleiterlaser- 
chips (2) . 

25 10. Halbleiterlaser-Vorrichtung nach einem der Anspruche 3 
bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, dass das Zwischentra- 
gerteil (8) Molybdan, CuW oder C\iMo aufweist. 

3 0 11. Halbleiterlaser-Vorrichtujfig nach einem der Anspruche 3 
bis 10, 

dadurch gekennzeichnet, dass ein Fokus zwi- 
schen dem Halbleiterlaserchip (2) und der Zylinderlinse (3) 
durch die Lange der Abstandhalterteile (9,10) des Zwischen- 
35 tragerteiles 8 fest vorgegeben ist. 
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Theorie angeget>en ist 
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kann nicht als auf erf inderischer Tat igke it bemhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung miteiner oder mehreren anderen 
Veroffenttichungen dieser Kategorte in VerbirKlung gebracht wird und 
diese Verbindur>g fur einen Fachmann naheliegend ist 

Veroffentlichur^, die Mitglied derselbenPaterttfamilte ist 



Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche 

IS.Juli 1998 


Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 

22/07/1998 


Name und Postanschrift derlntemationalen Recherche nbehorde 
Europaisches Patentamt, P,B. 5818 Patenttaan 2 
NL • 22S0 HV Rijswqk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70)340-3016 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Claessen, L 



Fotmbtan PCT/I5A/210 (Blan 2) (JuS 1992) 
BNSDOCID: <WO_9837603A1J_> 



Seite 1 von 2 



INTERNAHONALER RECilERCHENBERICHT 



snates Aktenzeichen 



PCT/DE 98/00489 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie ' Bezeichnung der Veroffenitichung. soweit ertorderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



1 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 010, no. 008 (E-373), 14.Januar 1986 

& JP 60 171780 A (HITACHI SEISAKUSHO KK), 

B.September 1985, 

siehe Zusammenfassung 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 005, no. 198 (E-087). le.Dezernber 

1981 

& JP 56 120177 A (TOSHIBA CORP), 
21. September 1981, 
siehe Zusammenfassung 

US 5 561 684 A (MARTIN DANNY W) l.Oktober 
1996 

siehe Spalte 4, Zeile 32-36 



1,10 



Foimblan PCT/ISA/210 (Foftseiztng von Btatl 2) (Juli 1992) 
BNSEOCID: <WO Qa37603Al 1 > 



Seite 2 von 2 



INTEIHMIATIONALER CIECHBROHENBERICHT 

Angaben zu Verottentlichunyen. die zur setben Patemfamilie gehofen 



jnales Aktenzeichen 



PCT/DE 98/00489 



Im Recherchenbencht 
angefOhrtes Paientdokument 



Datum der 
VerOtfentlichung 



Mitglied(er) der 
Patentfamilie 



Datum der 
VerotfenMichung 



GB 2276493 



28-09-1994 



JP 6334262 A 
US 5500869 A 



02-12-1994 
19-03-1996 



US 5561684 



01-10-1996 



KEINE 



FocmblaQ PCT/ISA/210(Annan9 f>atenttafnAie)(JiJ& 1992) 
BNSDOCID: <WO_9837603A1_L> 



